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Материалы на основе магнитореологических эластомеров (МРЭ)  используются 

для изготовления демпферов автомобилей благодаря их свойству изменять жесткость 

под воздействием магнитного поля. Благодаря скорости реакции МРЭ на изменение 

магнитного поля открывается возможность для их использования в устройствах 

активной виброизоляции для вакуумного нанотехнологического и исследовательского 

оборудования, в том числе, например, для вакуумного сканирующего зондового 

микроскопа.  

Экспериментальная платформа (рис. 1), разрабатываемая в лаборатории 

кафедры «Электронных технологий в машиностроении» МГТУ им. Н.Э. Баумана 

состоит из демпфера I и задатчика II вибраций. 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной платформы 

Управление активным демпфером [2] осуществляется за счет изменения уровня 

управляющего тока на катушке электромагнита. В зависимости от тока коэффициент 

жесткости мембраны изменяется и его можно вычислить по формуле:  
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С помощью разработанных в среде LabView программ в пассивном режиме 

работы платформы были исследованы такие характеристики демпфера, как 

коэффициент передачи амплитуды колебаний в зависимости от управляющего тока при 

различных вариантах установки экспериментальной платформы – с дополнительной 

пассивной виброизоляцией платформы и без нее. 
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Петли гистерезиса, полученные для токов 0–2 А (рис. 2) характеризуют степень 

поглощения энергии колебаний системой, наибольшая остаточная деформация 

наблюдается при токе 2 А. 

 
Рис. 2. Гистерезис перемещения для различных значений тока 

Выводы 

1. Использование МР–эффекта позволяет регулировать коэффициент жесткости k 

упругой мембраны за счет изменения величины магнитной индукции В, и, 

соответственно, частотные и точностные характеристики устройств активного 

демпфирования и микропозиционирования. 

2. В рамках проводимой научно-исследовательской работы был исследован 

коэффициент поглощения колебаний магнитореологическим эластомером при 

различных управляющих токах.  

3. Была протестирована система управления активным демпфером, проведены 

исследования зависимости коэффициента передачи амплитуды колебаний от 

силы тока для фиксированной частоты задатчика вибраций 100 Гц, исследована 

зона нечувствительности и остаточная деформация МР-демпфера при работе в 

диапазоне токов 0-2 А.  
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